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) Es wird ein IC-Baustein mit einer Oder mehreran inte- 
grierten Schaltungen (1) und einem diese umgebenden 
Gehause beschrieben. Der beschriebene IC-Baustein 
zeichnet sich dadurch aus, daB innerhalb des Gehauses in 
unmittelbarer Nahe zur integrierten Schaltung ein oder 
mehrere zusatzliche elektronische Bauelemente (3) unter- 
gebrachtsind. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, d. h. einen IC- 
Baustein mit einer oder mehreren integrierten Schaltungen und einem diese umgebenden Gehause. 
5 Derartige IC-Bausteine sind seit vielen Jahren in unzahligen Ausfuhrungsformen bekannt und bedurfen keiner nahe- 
ren Erlauterung. 

Es ist auch bekannt, daB beim Belreiben von integrierten Schaltungen in diesen teilweise Effekte auf treten, die den 
Betrieb der bctreffcnden integrierten Schaltung und/oder von in dcr Nahe von dieser bcfindlichen integrierten Schaltun- 
gen storen konnen, wenn nicht entsprechende GegenmaBnahmen ergriffen werden. 
10 Ein derartiger Effekt ist beispielsweise bei Schaltvorgangen in Treiberstufen der in der Fig. 4 gezeigten Art zu beob- 
achten. 

Die besagte Treiberstufe besteht aus zwei MOS-Transistoren Tl und T2, die wie in der Fig. 4 gezeigt verschaltet sind. 
Von den Transistoren sei einer immer leitend und der andere immer sperrend, so daB das Ausgangssignal O der Treiber- 
stufe in Abhangigkeit vom Eingangssignal I stets entweder das Potential des positiven Versorgungsspannungsanschlus- 
15 scs (VDD) oder das Potential des negativen Versorgungsspannungsanschlusses (Masse) aufweist. 

Die in derartigen Treiberstufen verwendeten MOS-Transistoren haben die Eigenschaft, daB sie etwas schneller vom 
sperrenden Zustand in den leitenden Zustand versetzbar sind als umgekehrt. Dadurch kann es bei durch das Eingangssi- 
gnal I vcranlaBten Schaltvorgangen der Transistoren vorkommen, daB kurzzeitig beide Transistoren leitend sind. Wenn 
und so lange beide Transistoren leitend sind, liegt ein KurzschluB zwischen VDD und Masse vor. Dadurch flieBt ein so 
20 hoher Strom, daB die Versorgungsspannung VDD kurzzeitig einbricht. Dieser Versorgungsspannungseinbruch stort be- 
nachbarte Schaltungsteile der integrierten Schaltung, denn dies kann dort zu unerwiinschten Schaltvorgangen fiihren; 
verstarkende Schaltungsteile konnen diese Effekte noch verstarken. 

Zur Kompensation oder Entstorung konnen als Stiitzkondensatoren bezeichnete Kondensatoren zwischen VDD und 
Masse eingefiigt werden. Diese nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres in die integrierte Schaltung integrierbaren und 
25 deshalb auBerhalb des IC-Bausteins vorgesehenen Stutzkondensatoren wirken als Ladungspuffer und vermogen dadurch 
die Ladungen, die wahrend des Kurzschlusses in sehr groBer Menge abflieBen, in ausreichender Menge zur Verfugung zu 
stellen und/oder schnell zu ersetzen. Der nach wie vor vorhandene KurzschluB verliert dadurch einen Teil seiner negati- 
ven Wirkungcn: dcr zuvor erwiihnte groBraumige Spannungscinbruch kann gan/. oder teilweise vcrhindcrt werden. 

Je hoherfrcqucnl die Signak sind, die von einer integrierten Schaltung zu verarbeiten oder zu erzeugen sind bzw. je 
30 hoher die Geschwindigkeit ist, mit welcher eine integrierte Schaltung arbeitet, desto weniger wirksam sind jedoch Ent- 
stormaBnahmen wie die erwahnten Stutzkondensatoren. Da aber andererseits immer hohere Signalfrequenzen und Ar- 
beitsgeschwindigkeiten gefordert und realisiert werden, gestaltet sich der Einsatz von IC-Bausteinen fur solche Anwen- 
dungen immer schwieriger. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den IC-Baustein gemaB dem Oberbegriff des Patent- 
35 anspruchs 1 derart weiterzubilden, daB dieser selbst bei hochsten Frequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten problemlos 
einsetzbar ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 beanspruchten Merk- 
male gelost. 

Demnach ist vorgesehen, daB innerhalb des Gehauses des IC-Bausteins in unmittelbarer Nahe zur integrierten Schal- 
40 tung ein oder mehrere zusatzliche elektronische Bauelemente untergebracht sind. 

Dadurch konnen fur die ordnungsgemafie Funktion und Wirkungsweise der integrierten Schaltung erforderliche elek- 
tronische Bauelemente in unmittelbarer Nahe zu den Stellen angeordnet werden, an welchen die zu vermeidenden oder 
zu kompensierenden Effekte ausgelost werden oder auftreten. 

Damit konnen unter anderem auch die Stutzkondensatoren in unmittelbarer Nahe zu den Stellen angeordnet werden, 
45 an denen die zuvor beschriebenen Kurzschliisse auftreten. 

Die unmittelbare Nahe der Stutzkondensatoren zu diesen Stellen hat den positiven Effekt, daB die in den Stutzkonden- 
satoren gespeicherten Ladungen nahezu unabhangig von den Signalfrequenzen und der Arbeitsgeschwindigkeit im we- 
sentlichen sofort verfugbar bzw. verzogerungsfrei ersetzbar sind. Die Folge ist, daB es - jedenfalls bei ausreichender Di- 
mensionierung der Stutzkondensatoren - nicht einmal zu kurzzeitigen Versorgungsspannungs-Einbriichen kommen 
50 kann. 

Es wurde mithin ein IC-Baustein gefunden, welcher selbst bei hochsten Frequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten 
problemlos einsetzbar ist. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteranspriiche. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Figuren naher erlau- 
55 lert. Es zeigen 

Fig. 1 eine Seitenansicht einer integrierten Schaltung mit einem iiber dieser angeordneten (Bauelemente- )Trager, 
Fig. 2A eine Seitenansicht des Tragers gemaB Fig. 1 mit einem darauf ausgebildeten Kondensator, 
Fig. 2B eine Draufsicht auf den Trager gemaB Fig. 2A, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen gegenuber den Fig. 2A und 2B verandert aufgebauten Kondensator, und 
60 Fig. 4 den Aufbau einer in integrierten Schaltungen iiblicherweise verwendeten Treiberstufe. 

Der im folgenden naher beschriebene IC-Baustein ist ein beliebiger IC-Baustein, dessen Aufbau, Funktion und GroBe 
keinerlei Beschrankungen unterworfen ist. Es kann sich auch um ein sogenanntes Multichipmodul handeln, bei welchem 
mehrere integrierte Schaltungen in einem IC-Baustein zusammengefaBt (beispielsweise nebeneinander auf einem als ge- 
meinsamer Trager dienenden sogenannten Multichipmodul-Substrat angeordnet) sind. 
65 Die beschriebenen TC-Bausteine zeichnen sich dadurch aus, daB sie auBer einer oder mehreren integrierten Schaltun- 
gen zusatzliche elektronische Bauelemente enthalten. 

Die Bauelemente, um die es sich im vorliegend naher betrachteten Beispiel handelt, sind die eingangs bereits erwahn- 
ten Stutzkondensatoren zur Kompensation der beispielsweise in Anordnungen gemaB der Fig. 4 auftretenden Kurz- 
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schliissc. Wie spater noch ausfuhrlicher dargelegt werden wird, besteht hierauf jcdoch keinc Einschrankung; die erwahn- 
tcn Bauelemente konncn grundsiitzlich fur bclicbigc Zwecke vorgesehene Bauelemente und Strukturen beliebiger Art 

Die Stutzkondensatoren sind auf einem plattchenformigen Trager angeordnet, welcher mit der integrierte Schaltung, 
fiir welche die Stutzkondensatoren vorgesehen sind, vorzugsweise durch Kleben verbunden wird. 5 

Eine derartige Anordnung ist in Fig. 1 veranschaulicht. In der Fig. 1 ist eine integrierte Schaltung 1 dargestellt, auf 
welche cin cinen oder mehrere in der Fig. 1 nicht gezeigte Kondensatoren tragender plattchenformiger Trager 2 aufge- 
klebtist. 

Der plattchenformige Trager 2 ist vorzugsweise ein Keramik- oder Glasplattchen. Keramiken und Glaser sind als Tra- 
germaterial hervorragend geeignet, weil sie zum einen thermomechanisch relativ gut an Silizium und andere Halbleiter- to 
materialien zur Herstellung von integrierten Schaltungen 1 angepaBt bzw. anpaBbar sind und andererseits wegen ihrer 
hohen Dielektrizitatskonstante ausgezeichnet zur Ausbildung von Kondensatoren auf dem Trager 2 geeignet sind. 

Auf dem Trager 2 sind im betrachteten Beispiel ein oder mehrere Kondensatoren vorgesehen, deren elektrische An- 
schlusse als Bondpads ausgebildet sind, von welchen jeder fur eine oder mehrere Bondverbindungen ausgelegt sein 
kann. Uber diese, in der Fig. 1 nicht gezeigte Bondpads sind die auf dem Trager 2 vorgesehenen oder ausgebildcten Bau- is 
elemente uber Bonddrahte 41, 42 elektrisch mit der darunter liegenden oder (z. B. bei Multichipmodulen) anderen inte- 
grierten Schaltungen des betrachteten IC-Bausteins verbindbar. 

Der Trager 2 mit dem oder den darauf befindlichen Kondensatoren kann beispielsweise als sogenannte Cofired Cera- 
mik hergestellt werden. Bei dieser Technologie, nach der normalerweise auch die bekannten SMD-Keramikkondensato- 
ren gefertigt werden, werden in einem ersten Schritt auf diinne "Green Tape" Keramiksubstrate, die noch schneid-, stanz- 20 
und formbar sind, Metall schichten (beispielsweise Cu, Ag, W oder dergleichen) aufgebracht, wobei das Aufbringen bei- 
spielsweise durch ein Bedrucken erfolgen kann. AnschlieBend werden die beschichteten Substrate zugeschnitten, zu Sta- 
peln zusammengefugt und gebrannt; natiirlich sind auch einlagige Kondensatoren herstellbar. 

Die Kondensatoren konnen auch in Dickschichttechnik auf dem Trager 2 aufgebracht werden, wobei auf fertig ge- 
brannte Keramiksubstrate dielektrische und metallische Lagen meist im Siebdruckverfahren als Fasten aufgebracht und 25 
eingebrannt oder zusammengesintert werden. 

Die vorstehend genannten Verfahren sind bekannt und kostengunstig. 

Grundsaty.lich denkbar sind auch Diinnfilmkondcnsatoren oder andcrc Slrukiuricrungcn in Dunnfilmtechnik, bei der 
auf cin Substrat (Keramik, Glas, Metall oder organisches Material wie z. B. das zur Chipabdcckung verwendetc Poly- 
imid) beispielsweise durch Aufschleudem, Ausharten, Bedampfen usw. dielektrische und metallische Lagen aufgebracht 30 
und - ahnlich wie bei der Herstellung von Halbleiter-Ghips - durch Fotostrukturier- und Atzprozesse strukturiert werden. 

Die Dunnfilmtechnik ist flexibler einsetzbar und liefert genauere Ergebnisse, ist dafiir aber auch teurer als die vorste- 
hend beschriebenen Techniken. 

Mogliche Arten der Ausbildung und Anordnung eines oder mehrerer Stutzkondensatoren auf einem Trager 2 werden 
nachfolgend insbesondere unter Bezugnahme auf die Fig. 2A, 2B und 3 beschrieben. 35 

Bei dem Stiitzkondensator, der in den genannten Figuren veranschaulicht ist, handelt es sich um einen nach der Dick- 
schichttechnik hergestellten Dickschichtkondensator. Die nachfolgenden Ausfiihrungen gelten jedoch - soweit es sich 
nicht um individuelle Besonderheiten der Dickschichttechnik handelt - auch fiir nach anderen Verfahren hergestellte 
Bauelemente. 

Der grundlegende Aufbau des Stiitzkondensators ist in den Fig. 2A und 2B veranschaulicht, wobei die Fig. 2A eine 40 
Seitenansicht des den Kondensator enthaltenden Tragers und die Fig. 2B eine Draufsicht auf denselben darstellt. 

Der mit dem Bczugszeichen 3 bezeichnete Kondensator besteht aus einer auf dem Trager 2 aufgebrachten Substrat- 
elektrode 31, einer auf der Substratelektrode 31 aufgebrachten (im betrachteten Beispiel 50 um dicken) Dielektrikum- 
Schicht 32 und einer uber der Dielektrikuin-Schicht 32 aufgebrachten Deckelektrode 33. 

Die Kapazitaten von derart (einschichtig) aufgebauten Kondensatoren hangen in erster Linie von dem zur Herstellung 45 
der Dielektrikum-Schicht 32 verwendeten Material ab. In der folgenden Tabelle sind stellvertretend zwei Beispiele an- 
gefuhrt: 



Dielektrisches 
Material 


Relative Di- 
elektrizitats- 
konstante 


Elektroden- 
material 


Kapazitat 
pro Flache 
in pF/mm 2 


Kristallines 
Glas 


150 


Ag / Pd 


30 


Blei-Peruskide 
(PbTi0 3 ) 


3000 


Au 


500 



Bei Stutzkondensatoren sind haufig Kapazitaten von 20 pF ausreichend. Selbst bei einem einlagigen Aufbau mit Glas 
ware also 1 mm 2 Kondensatorflache pro Treiberschaltung nach Art der Fig. 4 bereits mehr als ausreichend. Bei geschick- 
tem Design sind auf dieser Flache sogar noch groBe, d. h. zum AnschluB mehrere Bonddrahte ausgelegte AnschluBfla- 
chen (Bondpads) unterbringbar. 65 

Die Bondpads werden, wie insbesondere aus der Fig. 2B ersichtlich ist, durch die uber die Dielektrikum-Schicht 32 
uberstehenden Abschnitte 311 und 331 der Substratelektrode 31 und der Deckelektrode 33 gebildet. 

Uber die Bondpads werden die auf dem Trager 2 angeordneten Bauelemente mit der integrierten Schaltung, auf der sie 
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sich befinden oder einem mehrere integrierte Schaltungen tragenden Multichipmodul-Substrat verbunden. 

Jeder der Bondpads kann, wic vorstehend bereits erwahnt wurde, zur Vcrbindung mit mehrcren Bonddrahten ausge- 
legt sein. Selbstverstandlich muB dies nicht unbedingt der Fall sein. 

Die Bondpads 311 und 331 miissen nicht wie bei der in den Fig. 2A und 2B gezeigten Ausfuhrungsform auf gegen- 
5 uberliegenden Seiten der Kondensatorflache liegen. Sie konnen auch auf der selben Seite der Kondensatorflache neben- 
einander liegen. Ein derartiger Aufbau des Stiitzkondensators ist in Fig. 3 veranschaulicht. 

Eine wie in der Fig. 3 gezeigte Anordnung der Bondpads erweist sich in den meisten Fallen als vorteilhaft, weil da- 
durch die Bondpads der auf einem Trager vorgcsehencn Bauelemente entlang des Tragerrandes angeordnet werden kon- 
nen. Dies ist giinstig, weil dadurch die Verwendung besonders kurzer Bonddrahte zur (direkten oder indirekten, d. h. auf 
10 dem Umweg uber beispielsweise Multichipmodul-SubstrateoderLeadframes erfolgenden) Verbindung der Bauelemente 
des Tragers 2 mit der darunter liegenden oder einer anderen integrierten Schaltung ermoglicht wird. 

Ein besonders kurzer Leitungsweg zwischen den Bauelementen des Tragers und den integrierten Schaltung bzw. den 
Abschnitten derselben, fur die sie bestimmt sind, ist insbesondere bei der Verarbeitung oder der Erzeugung hochfrequen- 
ter Signale und/oder hohen Arbeitsgeschwindigkeiten der integrierten Schaltung von enormer Bedeutung. DerLadungs- 
15 fluB von und zu den Bauelementen wird namlich bei hohen Frequenzen durch den Blindwiderstand 0)L der Verbindungs- 
leitung begrenzt, und dieser kann selbst bei relativ kurzen Verbindungsleitungen iiberraschend hoch werden. Bei der ub- 
lichen Eigeninduktivitat L eines Leitungsstiickes von etwa 1 nH/mm und einer (in dieser GroBenordnung beispielsweise 
in GSM-Mobilfunktelefonen verwendeten) Frcquenz von 1 GHz betragt der Blindwiderstand bereits 6,3 Q/mm. Aus die- 
sem hohen Blindwiderstand laBt sich ersehen, daB die auf dem Trager 2 angeordneten Bauelemente ihre bestimmungs- 
20 gemaBe Wirkung nur dann optimal entfalten konnen, wenn der Verbindungsweg zur integrierten Schaltung moglichst 
kurz ist. Unabhangig davon ist die Wirkung der auf dem Trager oder anderswo im IC-Baustein vorgesehenen Bauele- 
mente aufgrund deren Nahe zur integrierten Schaltung erheblich besser als wenn sie wie bisher auBerhalb des IC-Bau- 
steins vorgesehen waren. 

Es erweist sich als giinstig, wenn auf dem Trager 2 ganze Kondensatorfelder aufgebaut werden. Man kann dann auf 
25 kiirzestem Wege beliebige Abschnitte der integrierten Schaltung mit beliebig vielen Kondensatoren verbinden. 

Die Kondensatoren von Kondensatorfeldern sind vorzugsweise so aufgebaut, daB sie zumindest teilweise eine ge- 
meinsame Substratelektrode oder eine gemeinsame Deckelektrode haben. Dadurch laBt sich die dann eine nahezu voll- 
flachigc Lagc bildcnde Subslralelektrode oder Deckelektrode /.uglcich als eleklroniagnclischc Schinnung fur die inte- 
grierte Schaltung benulzen. 

30 Zusatzlich oder altemativ konnen auBer den Kondensatoren auch andere passive Bauelemente oder Strukturen wie 
beispielsweise Widerstande, Induktivitaten, Verdrahtungsleitungen oder ganze Verdrahtungsebenen etc. auf einfache und 
platzsparende Weise auf dem Trager untergebracht werden. Da derartige Bauelemente planar oder in mehreren Lagen auf 
nur einer einzigen Seite des Tragers, also ohne Durchkontaktierungen zur anderen Seite erzeugt werden konnen, kann die 
zweite Seite des Tragers groBflachig metallisiert und als Schirmelektrode genutzt werden. 

35 Selbstverstandlich konnen auch komplexere passive und auch aktive Bauelemente, unter anderem also auch beispiels- 
weise Oberflachenwellenfilter, Sensoren, Transistoren, Dioden z. B. zum Senden und Empfangen von optischen Signa- 
len oder Hochfrequenzsignalen usw. in den IC-Baustein verlegt werden. 

Es erweist sich wegen der damit verbundenen Flexibilitat als sehr vorteilhaft, daB prinzipiell alle in der Diinnlilm- oder 
Dickschichttechnik bekannten Vorgehensweisen und Verfahren zum Einsatz kommen konnen, angefangen beispiels- 

40 weise vom Aufbringen von Leitungen Widerstandsschichten oder Bauelemente reprasentierenden Strukturen wie spiral- 
oder maanderformige Leitungen zur Erzeugung von Induktivitaten, bis hin zum Trimmen von Widerstanden oder Auf- 
trennen von Verbindungen mittels Laser. Damit sind auch Prazisions-Bauelemente oder Baugruppen wie Prazisionswi- 
derstande, RC-Glieder, Filter, Schwingkreise usw. leicht realisierbar. Bei geschickter Zusammenstellung derartiger 
Strukturen auf dem Trager konnen diese in unterschiedlicher Weise durch nachlrigliches Auftrennen von Leitungen be- 

45 darfsgerecht erzeugt oder verschachtelt werden. 

Ist der Trager der Bauelemente auf die integrierte Schaltung aufgeklebt und durch Drahtbonden mit Golddraht mit die- 
ser oder einem darunter liegenden Multichipmodul-Substrat verbunden, so wird, wie in der Fig. 1 angedeutet ist, der 
Bondball vorzugsweise auf einen Bondpad der integrierten Schaltung (bei Multichipmodulen gegebenenfalls auf einen 
Bondpad des noch tiefer liegenden Multichipmodul-Substrats) platziert, und der Bondwedge auf einen Bondpad des Tra- 

50 gers. Dadurch kann der Bonddraht relativ flach auf den Bondpad des Tragers auftreffen. Bei einer derarligen Verbindung 
von integrierter Schaltung und Trager wird der IC-Baustein durch das Einbringen des Tragers in diesen nicht oder alien- 
falls unwesentlich dicker; die im IC-Baustein auch ohne den Trager vorzusehenden Bondverbindungen beanspruchen 
namlich ohnehin einen nicht unerheblichen Freiraum nach oben, und dieser Freiraum wird durch den Trager bzw. die zu 
diesem zu verlegenden Bonddrahte nicht oder kaum uberragt. 

55 Das Ausbilden der in den IC-Baustein verlegten B 1 f einem Trager und Aufkleben desselben auf die in- 

tegrierte Schaltung des IC-Bausteins ist eine Vorgehcnsweise, fur welche es hinsichtlich der Effizienz, der Flexibilitat, 
der Wirksamkeit und der Kosten nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine gleichwertigen oder besseren Alternativen 
gibt. 

Gleichwohl ist diese Art der Bauelemente-Integration nicht die einzig mogliche Variante. So ist es beispielsweise nicht 
60 erforderlich, den Trager auf die integrierte Schaltung aufzukleben. Er kann auch an anderen SteUen der integrierten 
Schaltung auf beliebige Art und Weise mit dieser verbunden werden. Es ist nicht einmal zwingend erforderlich, daB der 
Trager uberhaupt mit der integrierten Schaltung verklebt oder in sonstiger Weise verbunden wird. Der Trager muB auch 
nicht oberhalb der integrierten Schaltung angeordnet werden, sondem kann grundsatzlich eine beliebige Relativlage zur 
integrierten Schaltung einnehmen, also beispielsweise auch unter oder neben dieser angeordnet werden. Er muB auch 
65 nicht plattchenformig ausgebildet sein, sondern kann beliebige andere Formen (z. B. die eines Zylinders) annehmen; er 
kann auch beliebig dick oder diinn sein. Auf den Trager kann sogar verzichtct werden. Bei entsprechender Ausflihrung 
konnen die in den IC-Baustein zu verlegenden Bauelemente namlich auch anderweitig dort untergebracht werden. Eine 
der Moglichkeiten hierfur besteht darin, ein herkommliches oder speziell fur diesen Zweck angefertigtes Bauelement 
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beispiclsweise durch Verloten mit den entsprechenden Fingern des lead frame des IC-Bausteins zu verbinden. 

AbschlieBend und zusamiiicnfasscnd kann fcslgcstelll wcrdcn, daB cs durch die Vbrlegung von nonnalerweise auBer- 
halb des IC-Bausteins vorgesehenen Bauelementen in diesen hinein auf verbliiffend einfache Weise bewerkstelligbar ist, 
die bekannten IC-Bausteine in ihrer Funktion und Wirkungsweise derart zu verbessern, daB sie selbst bei hochsten Si- 
gnalfrequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten problemlos einsetzbar sind. 5 

Patentanspriiche 

1. IC-Baustein mit einer oder mehreren integrierten Schaltungen (1) und einem diese umgebenden Gehause, da- 
durch gekennzeichnet, daB innerhalb des Gehauses in unmittelbarer Nahe zur integrierten Schaltung ein oder meh- to 
rere zusatzliche elektronische Bauelemente (3) untergebracht sind. 

2. IC-Baustein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Bauelemente (3) zur Vermeidung oder Kompen- 
sation von Storungen verwendet werden, welche wahrend des Betricbcs der integrierten Schaltung (1) in dieser auf- 
treten konnen. 

3. IC-Baustein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Bauelemente (3) passive Bauelemente 15 
sind. 

4. IC-Baustein nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Bauelemente auf ei- 
nem Trager (2) untergebracht sind. 

5. IC-Baustein nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager (2) ein Glas- oder Keramikplattchen ist. 

6. IC-Baustein nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB die auf dem Trager (2) ausgebildeten Bauele- 20 
mente (3) als Cofired Ceramik oder unter Verwendung der Dunnfilm- und/oder Dickschicht-Technologie hergestellt 

7. IC-Baustein nach einem der Anspriiche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Trager (2) ein eine Viel- 
zahl von Kondensatoren (3) umfassendes Kondensatorfeld ausgebildet ist. 

8. IC-Baustein nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Kondensatoren (3) des Kondensatorfeldes zu- 25 
mindest teilweise eine gemeinsame Substrat- oder Deckelektrode (31, 33) aufweisen. 

9. IC-Baustein nach einem der Anspriiche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager (2) auf die integrierte 
Schaltung (1) aufgeklebt ist. 

10. IC-Bauslcin nach cincm der Anspriiche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Trager (2) Bondpads 
(311, 331) vorgesehen sind, uber welche die auf dem Trager vorgesehenen Bauelemente (3) mit der integrierten 30 
Schaltung (1) verbindbar sind. 

1 1 . IC-Baustein nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Bondpads (311, 331) am Rand des Tragers (2) 
angeordnet sind. 

12. IC-Baustein nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daB die mit den Bondpads (311, 331) verbun- 
denen Bonddrahte (41, 42) relativ flach auf diese treffen. 35 
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